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~Wptyw procesu implantacji na wiasn@i optyczne
przypowierzchniowych warstw potprzewodnikow”

Jednym ze sposobow modyfikacji wiasao fizycznych wykorzystany mdzy innymi w procesie
przygotowywania i produkcji uktaddéw o wysokim st integracji dla nowoczesnej elektroniki i optedroniki
jest implantacja jonowa. W wyniku oddzialywaniu §an z atomami, w warstwie przypowierzchniowej
nawietlanego ciata stalego zachadzmiedzy innymi procesy zwrane z tworzeniem obszaru
nieuporadkowanego. Temperatura domieszkowanego pagiagstas¢ pradu jonowego oraz energia, dawka
i masa atomow domieszki mapptyw na zmiany whlasni elektrycznych i optycznych zaimplantowanego
materiatu. Gdbokas¢ wnikania domieszkowanych atomow i ich rozkiad vetg byty badane metodamidrowymi
(wsteczne rozpraszanie Rutherforda RBS). Pararpetigesu implantacji jonowej domieszki do potprzeniedw
maja wptyw na zmiany w tworzeniu &itlenkow naturalnych pokrywagych ich powierzchnie. Zmiany
koncentracji atomow tlenu w uszkodzonej radiacyjwiarstwie przypowierzchniowej olkilano metod reakcji
jadrowych (NR), z& ich nieuporadkowanie technik kanatowania jonow (RBS/C). Zaobserwowate, rodzaj
domieszki i temperatura tarczy w czasie procesulamacji ma wptyw na zmiany koncentracji tlenu draj
tlenkdw powstajcych w przypowierzchniowej warstwie, ktore badanetadh spektrostroskopii elektronowej
(XPS). Zastosowanie nieniszcej i bardzo czutej metody spektroskopii elipsowyetnej (SE) pozwolito, na
okreslanie zmian wiasnii optycznych naturalnych tlenkéw na powierzchniAGai warstw wzbogaconych
w domieszk w procesie implantacji. Stosigjteort (effective medium approximation EMA) i metogdochodnych
utamkowych okrglono wptyw domieszki i stopnia uszkodzeadiacyjnych na potenie punktow krytycznych
(CP) w domieszkowanych jonowo warstwach pétprzevikaiin.

Uprzejmie zapraszam wszystkich pracownikow, dokitira i studentow Instytutu Fizyki.

Zbigniew Korczak



